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Con riferimento alla cella di memoria RAM di 
tipo statico schematizzata in figura, si 
dimensionino: 

1.  i coefficienti β dei transistori di 
precarica M5 e M6 in modo tale che il 
tempo necessario affinché il segnale di 
precarica raggiunga il 90% della sua 
escursione sia pari a 2ns. Si suppongano 
inizialmente scariche le capacità CBL1 e 
CBL2;  

2.  i coefficienti β dei transistori M1 e M3 
(supposti uguali) supponendo che in 
condizioni stazionarie la potenza 
dissipata dalla cella sia pari a 2.4 nW.  

Ipotizzando di voler scrivere il dato VBL1= “1”  e VBL2= “0” e supponendo che nella cella sia 
inizialmente memorizzato il dato VQ= “0” e VNQ= “1”, si calcoli il tempo necessario affinché il 
nodo NQ raggiunga la soglia di spegnimento di M1. A tal fine, per semplicità, si consideri: 

1.  costante la tensione sulle bit-line; 
2.  che, durante il transitorio in questione, la tensione al nodo Q rimanga inferiore alla soglia di 

accensione di M3. 
 
 
 
 
VDD=3.5 V; 
VTN = |VTP| = VT =0.5 V;  
β4=β2=50 µA/V2;  
WL Η =Φ Η = VDD;  

WL L= ΦL= 0 V; 

CBL1= CBL2=5 pF;  
CQ= CNQ=10 fF; 
R=5100 MΩ 
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Pregi e difetti delle logiche nMOS e CMOS 



Soluzione prova scritta 25 febbraio 2004 
 
1) 
 

VSG=VDD 
M5  sat se VSD>VSG-VT 

  VDD-Vx>VDD-VT 

  Vx<VT 

 

  Vx  0  VT  0.9VDD  
  M5       SAT           LIN 
 
 
 

M5 sat 
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M5 lin 
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2) 

 
N.B. in condizioni stazionarie il MOS di pull-down di uno dei due rami della cella è spento, 

pertanto non assorbe corrente quindi 
 

Φ 

CBL1 

M5 
VDD 

Vx 
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si supponga VQ basso ⇒ VQ=VDS=0.003 V ⇒ M3 spento (VQ<VT) ⇒ VGM1=VNQ= VDD 
M1  sat se VDS>VGS-VT 

VQ >VDD-VT  falso, VQ < VT, allora M1 lin 
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3) 
osservazione: VQ : 0? VT (soglia di accensione di M3) ⇒ durante il transitorio che interessa 
il nodo NQ, M3 off ⇒ il circuito da studiare è costituito dalla resistenza R dal mos M4 e 
dalla capacità CNQ 

 
VNQ: VDD? VT 
WL=VDD 

M4 on,  sat se  VNQ>VDD-VT 
 VNQ:  VNQ        VDD- VT           VT  

   M4:             SAT            LIN 
 
I tratto M4 sat 
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II tratto M4 lin 
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